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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成21年8月27日(2009.8.27)

【公開番号】特開2008-229239(P2008-229239A)
【公開日】平成20年10月2日(2008.10.2)
【年通号数】公開・登録公報2008-039
【出願番号】特願2007-76844(P2007-76844)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ   5/1455   (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/0683   (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/323    (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   5/022    (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  21/35     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   5/14    ３２２　
   Ｈ０１Ｓ   5/0683  　　　　
   Ｈ０１Ｓ   5/323   　　　　
   Ｈ０１Ｓ   5/022   　　　　
   Ｇ０１Ｎ  21/35    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成21年7月13日(2009.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の表面に複数の光信号を出射する光源装置と、
　前記生体の内部を前記複数の光信号が通過して該生体の表面から放出される複数の光信
号を検出する受光素子と、を備え、
　前記光源装置は、サブマウント上に搭載され可視から赤外の波長範囲で互いに異なる波
長を有する複数の半導体発光素子と、
　前記複数の半導体発光素子に接続され光信号出力を制御して、異なる波長の光信号を放
出させる駆動用回路と、
　前記複数の半導体発光素子から放射される各々の光信号出力を検知する一つの光出力モ
ニタ素子とが一つに収納されたパッケージを具備してなり、
　前記一つの光出力モニタ素子で検出された複数の光信号を、該それぞれの波長を発する
前記半導体発光素子に接続された前記駆動用回路の各々に帰還させることにより、前記複
数の半導体発光素子の光信号出力の制御を行うことを特徴とする生体光計測装置。
【請求項２】
　前記複数の半導体発光素子から発する光信号は、前記生体を組成する複数の生体物質に
対する前記複数の半導体発光素子から発する光信号の波長ごとの吸収係数の差が、所定値
より大きくなるように選定された２種類の波長と、前記２種類の波長の中間の波長を少な
くとも１種類含むことを特徴とする請求項１に記載の生体光計測装置。
【請求項３】
　前記複数の光信号の波長の中で最も短い波長が、７０５±５ｎｍであることを特徴とす
る請求項１記載の生体光計測装置。
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【請求項４】
　前記複数の光信号が、７５５±５ｎｍを含む波長を有することを特徴とする請求項１記
載の生体光計測装置。
【請求項５】
　前記光源装置および前記受光素子が、前記生体の体温を検知できる程度の距離に配置さ
れていることを特徴とする請求項１に記載の生体光計測装置。
【請求項６】
　前記半導体発光素子から放射される光を拡げる手段を有することを特徴とする請求項５
に記載の生体光計測装置。
【請求項７】
　使用環境における前記半導体発光素子の波長変動が、前記半導体発光素子ごとに±５ｎ
ｍ以内であることを特徴とする請求項５に記載の生体光計測装置。
【請求項８】
　前記半導体発光素子の光放出端面における、該光放出端面から放射される光の波長の反
射率が、５０％以上であることを特徴とする請求項５に記載の生体光計測装置。
【請求項９】
　前記半導体発光素子が、セルフパルセーション動作をすることを特徴とする請求項５に
記載の生体光計測装置。
【請求項１０】
　前記半導体発光素子の少なくとも一つが、格子定数ａを有するＧａＡｓ基板上に設けら
れ、面内の格子定数ａｗを有するＩｎ１－ｘＧａｘＡｓｙＰ１－ｙ量子井戸層および障壁
層からなる発光層を有し、
　前記発光層は、前記量子井戸層がε（％）＝（ａｗ－ａ）／ａ×１００で定義される歪
εが０．４％≦ε≦１．４％で、その組成が０．１０≦ｙ≦０．４５であり、発光する波
長が７００ｎｍ以上７６０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の生体光計測
装置。
【請求項１１】
　前記半導体発光素子の少なくとも一つが、格子定数ａを有するＧａＡｓ基板上に設けら
れ、面内の格子定数ａｗを有するＩｎ１－ｘＧａｘＡｓｙＰ１－ｙ量子井戸層および障壁
層からなる発光層を有し、
　前記発光層は、前記量子井戸層がε（％）＝（ａｗ－ａ）／ａ×１００で定義される歪
εが０．４％≦ε≦１．２％で、その組成が０．１０≦ｙ≦０．２５であり、発光する波
長が７００ｎｍ以上７３０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の生体光計測
装置。
【請求項１２】
　前記半導体発光素子の少なくとも一つが、格子定数ａを有するＧａＡｓ基板上に設けら
れ、面内の格子定数ａｗを有するＩｎ１－ｘＧａｘＡｓｙＰ１－ｙ量子井戸層および障壁
層からなる発光層を有し、
　前記発光層は、前記量子井戸層がε（％）＝（ａｗ－ａ）／ａ×１００で定義される歪
εが０．４％≦ε≦０．９％で、その組成が０．１０≦ｙ≦０．２であり、発光する波長
が７００ｎｍ以上７２０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の生体光計測装
置。
【請求項１３】
　前記半導体発光素子の少なくとも一つが、格子定数ａを有するＧａＡｓ基板上に設けら
れ、面内の格子定数ａｗを有するＩｎ１－ｘＧａｘＡｓｙＰ１－ｙ量子井戸層および障壁
層からなる発光層を有し、
　前記発光層は、前記量子井戸層がε（％）＝（ａｗ－ａ）／ａ×１００で定義される歪
εが０．６％≦ε≦１．４％で、その組成が０．２０≦ｙ≦０．３５であり、発光する波
長が７２５ｎｍ以上７６０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の生体光計測
装置。
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【請求項１４】
　計測対象とすべき生体を組成する複数の生体物質のそれぞれが有する計測用の光の波長
ごとの吸収係数の差が、所定値より大きくなるような２種類の波長と、前記２種類の波長
の中間の波長の少なくとも１つとをそれぞれ発する複数のレーザ装置が一つのパッケージ
に搭載された半導体レーザ装置。
【請求項１５】
　前記レーザ装置が有する複数の波長の中で最も短い波長が、７０５±５ｎｍである請求
項１４記載の半導体レーザ装置。
【請求項１６】
　前記複数の波長に、７５５±５ｎｍの波長を含む請求項１４記載の半導体レーザ装置。
【請求項１７】
　前記レーザ装置から発するレーザ光を広げる手段を有する請求項１４に記載の半導体レ
ーザ装置。
【請求項１８】
　前記レーザ装置を構成する素子ごとの使用環境に応じた波長変動が、±５ｎｍ以内であ
る請求項１４に記載の半導体レーザ装置。
【請求項１９】
　前記レーザ装置を構成する素子の少なくとも一つが、格子定数ａを有するＧａＡｓ基板
上に設けられ、面内の格子定数ａｗを有するＩｎ１－ｘＧａｘＡｓｙＰ１－ｙ量子井戸層
および障壁層からなる発光層を有し、
　前記発光層は、前記量子井戸層がε（％）＝（ａｗ－ａ）／ａ×１００で定義される歪
εが０．４％≦ε≦１．４％で、その組成が０．１０≦ｙ≦０．４５であり、発光する波
長が７００ｎｍ以上７６０ｎｍ以下であることを特徴とする請求項１４に記載の半導体レ
ーザ装置。
【請求項２０】
　前記受光素子で検出された複数の光信号を受信し、該複数の光信号を波長ごとに分離す
る信号分離回路を備えていることを特徴とした、請求項１に記載の生体光計測装置。
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